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題

名

誤記訂正通知

RL78/G23 ユーザーズマニュアル Rev.1.30 の記載変更 情報分類 技術情報

適

用

製

品

RL78/G23 グループ 

対象ロット等

関連資料
RL78/G23 ユーザーズマニュアル

ハードウェア編 Rev.1.30 
R01UH0896JJ0130 (Jan.2024) 全ロット

RL78/G23 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.30（R01UH0896JJ0130）において、下記訂正が

ございます。

今回通知する訂正内容

訂正箇所 該当ページ 内容

2.2.3.2 VBAT端子とバックアップ用バッテリの接続 p.108 誤記訂正

2.2.3.3 VBAT端子の使用方法 p.109 誤記訂正

2.4 端子ブロック図 p.127, p.128,
p.133, p.135,

p.137 ~ p.139,
p.141 ~ p.143

誤記訂正

4.5.4 使用するポート機能および兼用機能のレジスタ設定例 p.262, p.281 誤記訂正

12.3.8 アナログ入力チャネル指定レジスタ（ADS） p.588 誤記訂正

12.6.6 ソフトウェア・トリガ・ウエイト・モード（セレクト・モ

ード、ワンショット変換モード）
p.600 誤記訂正

15.3.8 シリアル・ステータス・レジスタmn（SSRmn） p.686 誤記訂正

15.3.13 シリアル出力レジスタm（SOm） p.692 誤記訂正

17.3.4 ボーレート・ジェネレータ p.962 誤記訂正

19.4.3 リピート・モード p.1044, p.1045 誤記訂正

37.2.3 オンチップ・オシレータ特性 p.1422 誤記訂正

37.3.1 端子特性 p.1426 誤記訂正

37.3.2 電源電流特性 p.1431, p.1434,
p.1437, p.1440,
p.1444, p.1447

誤記訂正

37.6.1 A/Dコンバータ特性 p.1493, p.1494 誤記訂正

ドキュメント改善計画

本訂正内容については、次回ユーザーズマニュアル改版時に修正を行います。
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ユーザーズマニュアルの訂正一覧

No 
訂正内容と該当箇所

本通知での

該当ページ
ドキュメント

No. 和文 R01UH0896JJ0130 

1 3.1 メモリ空間 p.145 ~ p.151, p.158 p.3 ~ p.10
2 33.6.1 セルフ・プログラミング手順 p.1335 p.11
3 33.10.1 データ・フラッシュの概要 p.1386 p.12
4 34.3 オンチップ・デバッグのセキュリティ設定 p.1389 p.13
5 2.2.3.2 VBAT端子とバックアップ用バッテリの接続 p.108 p.14
6 2.2.3.3 VBAT端子の使用方法 p.109 p.15

7 
2.4 端子ブロック図 p.127, p.128, p.133,

p.135, p.137 ~
p.139, p.141 ~ p.143

p.16 ~ p.25

8 4.5.4 使用するポート機能および兼用機能のレジスタ設定例 p.262, p.281 p.26, p.27
9 12.3.8 アナログ入力チャネル指定レジスタ（ADS） p.588 p.28

10 12.6.6 ソフトウェア・トリガ・ウエイト・モード（セレクト・モ

ード、ワンショット変換モード）
p.600 p.29

11 15.3.8 シリアル・ステータス・レジスタmn（SSRmn） p.686 p.30
12 15.3.13 シリアル出力レジスタm（SOm） p.692 p.31
13 17.3.4 ボーレート・ジェネレータ p.962 p.32
14 19.4.3 リピート・モード p.1044, p.1045 p.33 ~ p.35
15 37.2.3 オンチップ・オシレータ特性 p.1422 p.36
16 37.3.1 端子特性 p.1426 p.37

17 
37.3.2 電源電流特性 p.1431, p.1434,

p.1437, p.1440,
p.1444, p.1447

p.38 ~ p.43

18 37.6.1 A/Dコンバータ特性 p.1493, p.1494 p.s44, p.45

誤記訂正の該当箇所は、誤）太字下線、正）グレー・ハッチングで記載します。

発行文書履歴

RL78/G23 ユーザーズマニュアル Rev.1.30 誤記訂正通知 発行文書履歴 

文書番号 発行日 記事

TN-RL*-A0133A/J 2024 年 4 月 26 日 初版発行

訂正一覧の No.1 ~ No.4 の誤記訂正 
TN-RL*-A0133B/J 訂正一覧の No.5 ~ No.18 の誤記訂正（本通知です。） 

発行日：2025年5月22日

2025 年 5 月 22 日 
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1. 3.1 メモリ空間 (p.145-p.151, p.158)

誤）

(p.145) 

RL78/G23 は、1 M バイトのアドレス空間をアクセスできます。図 3 - 1 ～図 3 - 3 に、メ

モリ・マップを示します。

図 3 - 1 メモリ・マップ（R7F100GxF（x = A, B, C, E, F, G, J, L）） 

注1.  汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。 
注2.  ブート・スワップ未使用時：000C0H-000C3H にオプション・バイト、

000C4H-000CDH にオンチップ・デバッグ・セキュリティIDを設定 
ブート・スワップ使用時： 000C0H-000C3H、040C0H-040C3Hにオプション・バイ

ト、000C4H-000CDH、040C4H-040CDHにオンチップ・デバッグ・セキュリティID
設定

（略）

正）

RL78/G23 は、1 M バイトのアドレス空間をアクセスできます。図 3 - 1 ～図 3 - 3 に、メ

モリ・マップを示します。

図 3 - 1 メモリ・マップ（R7F100GxF（x = A, B, C, E, F, G, J, L）） 

注1.  汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。 
注2.  ブート・スワップ未使用時（FLSECレジスタのBTFLGビットが1の状態）：

000C0H-000C3H にオプション・バイト、000C4H-000CDH にオンチップ・デバッ

グ・セキュリティIDを設定 
ブート・スワップ使用時およびFLSECレジスタのBTFLGビットが0の状態のとき： 
000C0H-000C3H、040C0H-040C3Hにオプション・バイト、000C4H-000CDH、

040C4H-040CDHにオンチップ・デバッグ・セキュリティID設定 

（略）

040C0H 
040BFH 

040C4H 
040C3H 

040CEH 
040CDH オンチップ・デバッグ・

セキュリティ ID設定領域注 2 
10 バイト 

オプション・バイト領域注 2 
4 バイト 

RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-RL*-A0133B/J 発行日：2025年5月22日
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(p.146) 

図 3 - 2 メモリ・マップ（R7F100GxG（x = A, B, C, E, F, G, J, L, M, P）） 

注1.  汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。 
注2.  ブート・スワップ未使用時：000C0H-000C3H にオプション・バイト、

000C4H-000CDH にオンチップ・デバッグ・セキュリティIDを設定 
ブート・スワップ使用時： 000C0H-000C3H、040C0H-040C3Hにオプション・バイ

ト、000C4H-000CDH、040C4H-040CDHにオンチップ・デバッグ・セキュリティID
設定

（略）

図 3 - 2 メモリ・マップ（R7F100GxG（x = A, B, C, E, F, G, J, L, M, P）） 

注1.  汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。 
注2.  ブート・スワップ未使用時（FLSECレジスタのBTFLGビットが1の状態）：

000C0H-000C3H にオプション・バイト、000C4H-000CDH にオンチップ・デバッ

グ・セキュリティIDを設定 
ブート・スワップ使用時およびFLSECレジスタのBTFLGビットが0の状態のとき： 
000C0H-000C3H、040C0H-040C3Hにオプション・バイト、000C4H-000CDH、

040C4H-040CDHにオンチップ・デバッグ・セキュリティID設定 

（略）

オンチップ・デバッグ・

セキュリティ ID設定領域注 2 
10 バイト 

オプション・バイト領域注 2 
4 バイト 040C0H 

040BFH 

040C4H 
040C3H 

040CEH 
040CDH 

発行日：2025年5月22日



(c) 2025. Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Page 5 of 45 

RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-RL*-A0133B/J 

(p.147) 

図 3 - 3 メモリ・マップ（R7F100GxH（x = A, B, C, E, F, G, J, L, M, P）） 

注1.  汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。 
注2.  ブート・スワップ未使用時：000C0H-000C3H にオプション・バイト、

000C4H-000CDH にオンチップ・デバッグ・セキュリティIDを設定 
ブート・スワップ使用時： 000C0H-000C3H、040C0H-040C3Hにオプション・バイ

ト、000C4H-000CDH、040C4H-040CDHにオンチップ・デバッグ・セキュリティID
設定

（略）

図 3 - 3 メモリ・マップ（R7F100GxH（x = A, B, C, E, F, G, J, L, M, P）） 

注1.  汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。 
注2.  ブート・スワップ未使用時（FLSECレジスタのBTFLGビットが1の状態）：

000C0H-000C3H にオプション・バイト、000C4H-000CDH にオンチップ・デバッ

グ・セキュリティIDを設定 
ブート・スワップ使用時およびFLSECレジスタのBTFLGビットが0の状態のとき： 
000C0H-000C3H、040C0H-040C3Hにオプション・バイト、000C4H-000CDH、

040C4H-040CDHにオンチップ・デバッグ・セキュリティID設定 

（略）

オンチップ・デバッグ・

セキュリティ ID設定領域注 2 
10 バイト 

オプション・バイト領域注 2 
4 バイト 040C0H 

040BFH 

040C4H 
040C3H 

040CEH 
040CDH 

発行日：2025年5月22日
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(p.148) 

図 3 - 4 メモリ・マップ（R7F100GxJ（x = A, B, C, E, F, G, J, L, M, P, S）） 

注1.  汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。 
注2.  ブート・スワップ未使用時：000C0H-000C3H にオプション・バイト、

000C4H-000CDH にオンチップ・デバッグ・セキュリティIDを設定 
ブート・スワップ使用時： 000C0H-000C3H、040C0H-040C3Hにオプション・バイ

ト、000C4H-000CDH、040C4H-040CDHにオンチップ・デバッグ・セキュリティID
設定

（略）

図 3 - 4 メモリ・マップ（R7F100GxJ（x = A, B, C, E, F, G, J, L, M, P, S）） 

注1.  汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。 
注2.  ブート・スワップ未使用時（FLSECレジスタのBTFLGビットが1の状態）：

000C0H-000C3H にオプション・バイト、000C4H-000CDH にオンチップ・デバッ

グ・セキュリティIDを設定 
ブート・スワップ使用時およびFLSECレジスタのBTFLGビットが0の状態のとき： 
000C0H-000C3H、040C0H-040C3Hにオプション・バイト、000C4H-000CDH、

040C4H-040CDHにオンチップ・デバッグ・セキュリティID設定 

（略）

オンチップ・デバッグ・

セキュリティ ID設定領域注 2 
10 バイト 

オプション・バイト領域注 2 
4 バイト 040C0H 

040BFH 

040C4H 
040C3H 

040CEH 
040CDH 

発行日：2025年5月22日
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(p.149) 

図 3 - 5 メモリ・マップ（R7F100GxK（x = F, G, J, L, M, P, S）） 

注1.  汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。 
注2.  ブート・スワップ未使用時：000C0H-000C3H にオプション・バイト、

000C4H-000CDH にオンチップ・デバッグ・セキュリティIDを設定 
ブート・スワップ使用時： 000C0H-000C3H、040C0H-040C3Hにオプション・バイ

ト、000C4H-000CDH、040C4H-040CDHにオンチップ・デバッグ・セキュリティID
設定

（略）

図 3 - 5 メモリ・マップ（R7F100GxK（x = F, G, J, L, M, P, S）） 

注1.  汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。 
注2.  ブート・スワップ未使用時（FLSECレジスタのBTFLGビットが1の状態）：

000C0H-000C3H にオプション・バイト、000C4H-000CDH にオンチップ・デバッ

グ・セキュリティIDを設定 
ブート・スワップ使用時およびFLSECレジスタのBTFLGビットが0の状態のとき： 
000C0H-000C3H、040C0H-040C3Hにオプション・バイト、000C4H-000CDH、

040C4H-040CDHにオンチップ・デバッグ・セキュリティID設定 

（略）

オンチップ・デバッグ・

セキュリティ ID設定領域注 2 
10 バイト 

オプション・バイト領域注 2 
4 バイト 040C0H 

040BFH 

040C4H 
040C3H 

040CEH 
040CDH 

発行日：2025年5月22日
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(p.150) 

図 3 - 6 メモリ・マップ（R7F100GxL（x = F, G, J, L, M, P, S）） 

注1.  汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。 
注2.  ブート・スワップ未使用時：000C0H-000C3H にオプション・バイト、

000C4H-000CDH にオンチップ・デバッグ・セキュリティIDを設定 
ブート・スワップ使用時： 000C0H-000C3H、040C0H-040C3Hにオプション・バイ

ト、000C4H-000CDH、040C4H-040CDHにオンチップ・デバッグ・セキュリティID
設定

（略）

図 3 - 6 メモリ・マップ（R7F100GxL（x = F, G, J, L, M, P, S）） 

注1.  汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。 
注2.  ブート・スワップ未使用時（FLSECレジスタのBTFLGビットが1の状態）：

000C0H-000C3H にオプション・バイト、000C4H-000CDH にオンチップ・デバッ

グ・セキュリティIDを設定 
ブート・スワップ使用時およびFLSECレジスタのBTFLGビットが0の状態のとき： 
000C0H-000C3H、040C0H-040C3Hにオプション・バイト、000C4H-000CDH、

040C4H-040CDHにオンチップ・デバッグ・セキュリティID設定 

（略）

オンチップ・デバッグ・

セキュリティ ID設定領域注 2 
10 バイト 

オプション・バイト領域注 2 
4 バイト 040C0H 

040BFH 

040C4H 
040C3H 

040CEH 
040CDH 

発行日：2025年5月22日



(c) 2025. Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Page 9 of 45 

RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-RL*-A0133B/J 

(p.151) 

図 3 - 7 メモリ・マップ（R7F100GxN（x = F, G, J, L, M, P, S）） 

注1.  汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。 
注2.  ブート・スワップ未使用時：000C0H-000C3H にオプション・バイト、

000C4H-000CDH にオンチップ・デバッグ・セキュリティIDを設定 
ブート・スワップ使用時： 000C0H-000C3H、040C0H-040C3Hにオプション・バイ

ト、000C4H-000CDH、040C4H-040CDHにオンチップ・デバッグ・セキュリティID
設定

（略）

図 3 - 7 メモリ・マップ（R7F100GxN（x = F, G, J, L, M, P, S）） 

注1.  汎用レジスタを除いたRAM領域から命令実行をすることができます。 
注2.  ブート・スワップ未使用時（FLSECレジスタのBTFLGビットが1の状態）：

000C0H-000C3H にオプション・バイト、000C4H-000CDH にオンチップ・デバッ

グ・セキュリティIDを設定 
ブート・スワップ使用時およびFLSECレジスタのBTFLGビットが0の状態のとき： 
000C0H-000C3H、040C0H-040C3Hにオプション・バイト、000C4H-000CDH、

040C4H-040CDHにオンチップ・デバッグ・セキュリティID設定 

（略）

オンチップ・デバッグ・

セキュリティ ID設定領域注 2 
10 バイト 

オプション・バイト領域注 2 
4 バイト 040C0H 

040BFH 

040C4H 
040C3H 

040CEH 
040CDH 

発行日：2025年5月22日
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(p.158) 

（略）

(3) オプション・バイト領域

000C0H-000C3H の4 バイト領域にオプション・バイト領域を用意しています。ブート・

スワップを使用する際には040C0H-040C3H にもオプション・バイトを設定してくださ

い。詳細は第32章 オプション・バイトを参照してください。

(4) オンチップ・デバッグ・セキュリティID設定領域

000C4H-000CDH、040C4H-040CDH の10 バイト領域にオンチップ・デバッグ・セキュ

リティID 設定領域を用意しています。ブート・スワップ未使用時には000C4H-000CDH
に、ブート・スワップ使用時には000C4H-000CDHと040C4H-040CDHに10バイトのオン

チップ・デバッグ・セキュリティIDを設定してください。詳細は第34章 オンチップ・

デバッグ機能を参照してください。

（略）

(3) オプション・バイト領域

000C0H-000C3H の4 バイト領域にオプション・バイト領域を用意しています。ブート・

スワップ使用時およびFLSECレジスタのBTFLGビットが0の状態のときには

040C0H-040C3H にもオプション・バイトを設定してください。詳細は第32章 オプシ

ョン・バイトを参照してください。

(4) オンチップ・デバッグ・セキュリティID設定領域

000C4H-000CDH、040C4H-040CDH の10 バイト領域にオンチップ・デバッグ・セキュ

リティID 設定領域を用意しています。ブート・スワップ未使用時（FLSECレジスタの

BTFLGビットが1の状態）には000C4H-000CDHに、ブート・スワップ使用時およびFLSEC
レジスタのBTFLGビットが0の状態のときには000C4H-000CDHと040C4H-040CDHに

10バイトのオンチップ・デバッグ・セキュリティIDを設定してください。詳細は第34章
オンチップ・デバッグ機能を参照してください。

発行日：2025年5月22日
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2. 33.6.1 セルフ・プログラミング手順 (p.1335)

誤）

セルフ・プログラミングを利用してフラッシュ・メモリの書き換えを行う流れを示します。 
セルフ・プログラミングで使用するレジスタの詳細は、33.6.2 フラッシュ・メモリを制

御するレジスタを参照してください。

図 33 - 8 セルフ・プログラミング（フラッシュ・メモリの書き換え）の流れ 

正）

セルフ・プログラミングを利用してフラッシュ・メモリの書き換えを行う流れを示します。

セルフ・プログラミングで使用するレジスタの詳細は、33.6.2 フラッシュ・メモリを制

御するレジスタを参照してください。

図 33 - 8 セルフ・プログラミング（フラッシュ・メモリの書き換え）の流れ 

・STOP モードへの移行は禁止 ・HALT/STOP モードへの移行は禁止 
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3. 33.10.1 データ・フラッシュの概要 (p.1386)

誤）

データ・フラッシュの概要は次のとおりです。

（略）

・データ・フラッシュの書き換え中に、DFLCTL レジスタを操作することは禁止

・データ・フラッシュの書き換え中に、STOP モード状態に遷移することは禁止

（略）

正）

データ・フラッシュの概要は次のとおりです。 

（略） 

・データ・フラッシュの書き換え中に、DFLCTL レジスタを操作することは禁止

・データ・フラッシュの書き換え中に、HALT/STOP モード状態に遷移することは禁止

（略） 
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4. 34.3 オンチップ・デバッグのセキュリティ設定 (p.1389)

誤）

第三者からのメモリの内容を読み取られないようにするために、オンチップ・デバッグ機

能は、プログラマ・オンチップ・デバッガ接続禁止設定（第33 章 フラッシュ・メモリ 33.9 
セキュリティ設定参照）と、フラッシュ・メモリの000C3H にオンチップ・デバッグ動作制

御ビット（第32 章 オプション・バイトを参照）と、000C4H-000CDH注1 にオンチップ・

デバッグ・セキュリティID 設定領域を用意しています。

表 34 - 1 オンチップ・デバッグ・セキュリティ ID 

注1. オンチップ・デバッグ・セキュリティ・ID設定領域は、プログラマ接続ID認証のIDコ

ード設定領域と共用しています。

注2. “FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFH”は設定できません。 

正）

第三者からのメモリの内容を読み取られないようにするために、オンチップ・デバッグ機

能は、プログラマ・オンチップ・デバッガ接続禁止設定（第33 章 フラッシュ・メモリ 33.9 
セキュリティ設定参照）と、フラッシュ・メモリの000C3H にオンチップ・デバッグ動作制

御ビット（第32 章 オプション・バイトを参照）と、000C4H-000CDH注 にオンチップ・デ

バッグ・セキュリティID 設定領域を用意しています。

注  オンチップ・デバッグ・セキュリティ・ID設定領域は、プログラマ接続ID認証のIDコ

ード設定領域と共用しています。

表 34 - 1 オンチップ・デバッグ・セキュリティ ID 

注1. “FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFH”は設定できません。 
注2. ブート・スワップ使用時およびFLSECレジスタのBTFLGビットが0の状態のときには

000C4H-000CDHと040C4H-040CDHに10バイトのオンチップ・デバッグ・セキュリ

ティIDを設定してください。

10 バイトの任意の ID コード注 2, 3 

10 バイトの任意の ID コード注 2
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5. 2.2.3.2 VBAT 端子とバックアップ用バッテリの接続 (p.108)

誤）

（略）

正）

（略）

P122 
オープン 
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6. 2.2.3.3 VBAT 端子の使用方法 (p.109)

誤）

VBAT 端子の初期設定と電源供給を VBAT 端子へ切り替える手順例を示します。なお、 

VDD 端子の電圧が VBAT 端子の供給電圧を下回る前に処理を完了してください。 
また、図 2 - 2 に VDD 端子と VBAT 端子の切り替え時の状態遷移を示します。 
(1) VBAT 端子の初期設定

初期設定としてP121をX1発振モード（CMCレジスタのEXCLKビットを 0、OSCSEL
ビットを 1、CSC レジスタの MSTOP ビットを 0）に設定してください。

（略）

正）

VBAT 端子の初期設定と電源供給を VBAT 端子へ切り替える手順例を示します。なお、

VDD 端子の電圧が VBAT 端子の供給電圧を下回る前に処理を完了してください。 
また、図 2 - 2 に VDD 端子と VBAT 端子の切り替え時の状態遷移を示します。 
(1) VBAT 端子の初期設定

初期設定としてP121をX1発振モード（CMCレジスタのEXCLKビットを 0、OSCSEL
ビットを 1、CSC レジスタの MSTOP ビットを 1）に設定してください。

（略）
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7. 2.4 端子ブロック図  (p.127, p.128, p.133, p.135, p.137-p.139,

p.141-p.143)

誤）

(p.127) 

図 2 - 21 端子タイプ 7-38-1 の端子ブロック図 
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正）

図 2 - 21 端子タイプ 7-38-1 の端子ブロック図 
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(p.128) 

図 2 - 22 端子タイプ 7-39-1 の端子ブロック図 
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図 2 - 22 端子タイプ 7-39-1 の端子ブロック図 
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(p.133) 

図 2 - 26 端子タイプ 8-6-9 の端子ブロック図 
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図 2 - 26 端子タイプ 8-6-9 の端子ブロック図 
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(p.135) 

図 2 - 28 端子タイプ 8-31-2 の端子ブロック図 
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図 2 - 28 端子タイプ 8-31-2 の端子ブロック図 
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(p.137) 

図 2 - 30 端子タイプ 8-33-3 の端子ブロック図
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図 2 - 30 端子タイプ 8-33-3 の端子ブロック図
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(p.138) 

図 2 - 31 端子タイプ 8-38-1 の端子ブロック図
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図 2 - 31 端子タイプ 8-38-1 の端子ブロック図 
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(p.139) 

図 2 - 32 端子タイプ 8-38-2 の端子ブロック図 
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図 2 - 32 端子タイプ 8-38-2 の端子ブロック図 
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(p.141) 

図 2 - 33 端子タイプ 12-38-1 の端子ブロック図 
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図 2 - 33 端子タイプ 12-38-1 の端子ブロック図 
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PMmレジスタ

（PMmn）

WRPORT

WRPMS

RDPORT

N-ch

EVSS1

Pmn

兼用機能

（SAU・UARTA以外）

WRPM

1

0 1

0

0

1
CCSx

PMmn
CCDE0x

PMS

CCDE0x

CCDEレジスタ

（CCDE0x）

WRCCDE

内
部
バ
ス

注1

注2

（略）
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(p.142) 

図 2 - 34 端子タイプ 12-38-2 の端子ブロック図 

出力ラッチ

（Pmn）

兼用機能

PMSレジスタ

兼用機能

（SAU・UARTA）

PMmレジスタ

（PMmn）

WRPORT

WRPMS

RDPORT

N-ch

VSS

Pmn

注1

1

0 1

0

0

1
CCSx

Pmn
PMmn

CCDE0x
CCDEレジスタ

（CCDE0x）

WRCCDE

PER0
（IICAjEN）

WRPER0

内
部
バ
ス

PMS

CCDE0x

注2

兼用機能

（SAU・UARTA以外）

WRPM

（略）

図 2 - 34 端子タイプ 12-38-2 の端子ブロック図 

出力ラッチ

（Pmn）

兼用機能

PMSレジスタ

兼用機能

（SAU・UARTA）

PMmレジスタ

（PMmn）

WRPORT

WRPMS

RDPORT

N-ch

VSS

Pmn

注1

1

0 1

0

0

1
CCSx

PMmn
CCDE0x

CCDEレジスタ

（CCDE0x）

WRCCDE

PER0
（IICAjEN）

WRPER0

内
部
バ
ス

PMS

CCDE0x

注2

兼用機能

（SAU・UARTA以外）

WRPM

（略）
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(p.143) 

図 2 - 35 端子タイプ 12-38-3 の端子ブロック図 

兼用機能

PMSレジスタ

兼用機能

（SAU・UARTA）

PMmレジスタ

（PMmn）

WRPORT

WRPMS

RDPORT

N-ch

VSS

Pmn

兼用機能

（SAU・UARTA以外）

WRPM

1

0 1

0

0

1
CCSx

Pmn
PMmn

CCDE0x

CCDEレジスタ

（CCDE0x）

WRCCDE

PER0
（IICAjEN）

WRPER0

0

1
ELCL機能

PMCEmn

PMCEmレジスタ

（PMCEmn）

WRPMCE

出力ラッチ

（Pmn）

PMCEmn

内
部
バ
ス

PMS

CCDE0x

注1

注2

（略）

図 2 - 35 端子タイプ 12-38-3 の端子ブロック図 

兼用機能

PMSレジスタ

兼用機能

（SAU・UARTA）

PMmレジスタ

（PMmn）

WRPORT

WRPMS

RDPORT

N-ch

VSS

Pmn

兼用機能

（SAU・UARTA以外）

WRPM

1

0 1

0

0

1
CCSx

PMmn
CCDE0x

CCDEレジスタ

（CCDE0x）

WRCCDE

PER0
（IICAjEN）

WRPER0

0

1
ELCL機能

PMCEmn

PMCEmレジスタ

（PMCEmn）

WRPMCE

出力ラッチ

（Pmn）

PMCEmn

内
部
バ
ス

PMS

CCDE0x

注1

注2

（略）
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8. 4.5.4 使用するポート機能および兼用機能のレジスタ設定例 (p.262, p.281)

誤）

(p.262) 
表 4 - 7 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 

（フラッシュ・メモリ 96 KB・128 KB の 30 ピン製品～64 ピン製品）(14/16)

（略）

正）

表 4 - 7 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 

（フラッシュ・メモリ 96 KB・128 KB の 30 ピン製品～64 ピン製品）(14/16)

（略）

入力 00 xx / 10 xx / 11 xx 0 1 ― 01 xx 1 ×
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(p.281) 

表 4 - 8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 

（フラッシュ・メモリ 192 KB～768 KB の製品、フラッシュ・メモリ 128 KB の 80 ピン・100 ピン製品）(18/21)

（略）

表 4 - 8 端子機能使用時のレジスタ、出力ラッチの設定例 

（フラッシュ・メモリ 192 KB～768 KB の製品、フラッシュ・メモリ 128 KB の 80 ピン・100 ピン製品）(18/21)

（略）

入力 00 xx / 10 xx / 11 0 1 ― 01 xx 1 × 
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9. 12.3.8 アナログ入力チャネル指定レジスタ（ADS） (p.588)

誤）

（略）

注意 7.  ADISS = 1 を設定した場合、＋側の基準電圧に内部基準電圧は使用できません。

また、ADISS = 1 に設定後、1 回目の変換結果は使用できません。詳細設定フロー

は、12.7.5 温度センサ出力電圧／内部基準電圧を選択時の設定 （例 ソフトウ

ェア・トリガ・ノーウエイト・モード、ワンショット変換モード時）を参照して

ください。内部基準電圧値は第 37 章 電気的特性を参照してください。 
注意 8.  STOP モードへ移行、もしくはサブシステム・クロックで CPU 動作中に HALT

モードへ移行する場合は、ADISS= 1 に設定しないでください。ADISS = 1 設定時

は、37.3.2 電源電流特性に示す A/D コンバータ基準電圧電流（IADREF）の電流値

が加算されます。

注意 9.  ADISS = 1 に設定した場合、ハードウェア・トリガ・ウエイト・モードかつワン

ショット変換モードは使用できません。

正）

（略）

注意 7.  ADISS = 1 を設定した場合、＋側の基準電圧に内部基準電圧は使用できません。

また、ADISS = 1 に設定後、1 回目の変換結果は使用できません。詳細設定フロー

は、12.7.5 温度センサ出力電圧／内部基準電圧を選択時の設定 （例 ソフトウ

ェア・トリガ・ノーウエイト・モード、ワンショット変換モード時）を参照して

ください。内部基準電圧値は第 37 章 電気的特性を参照してください。 
注意 8.  STOP モードへ移行、もしくはサブシステム・クロックで CPU 動作中に HALT

モードへ移行する場合は、ADISS= 1 に設定しないでください。ADISS = 1 設定時

は、37.3.2 電源電流特性に示す A/D コンバータ基準電圧電流（IADREF）の電流値

が加算されます。

注意 9.  ADISS = 1 に設定した場合、ハードウェア・トリガ・ウエイト・モードかつワン

ショット変換モードは使用できません。

注意 10. ADISS = 1 に設定した場合、ソフトウェア・トリガ・ウエイト・モードかつワン

ショット変換モードは使用できません。
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10. 12.6.6 ソフトウェア・トリガ・ウエイト・モード（セレクト・モード、

ワンショット変換モード） (p.600)

誤）

（略）

注意  変換動作中に上記⑤⑥を検出した場合、次の変換クロック（fAD）の立ち上がりから

自動的に安定待ち時間経過後に再変換動作を開始します。再変換動作 1 回目の変換時

間は、ソフトウェア・トリガ・ウエイト・モード／ハードウェア・トリガ・ウエイト・

モードの A/D 電源安定待ち時間ありの場合と同じ時間になります。（表 12 - 3 A/D
変換時間の選択 (3/8)、表 12 - 3 A/D 変換時間の選択 (4/8)参照）

正）

（略）

注意 1.  変換動作中に上記⑤⑥を検出した場合、次の変換クロック（fAD）の立ち上がりか

ら自動的に安定待ち時間経過後に再変換動作を開始します。再変換動作 1 回目の

変換時間は、ソフトウェア・トリガ・ウエイト・モード／ハードウェア・トリガ・

ウエイト・モードの A/D 電源安定待ち時間ありの場合と同じ時間になります。（表

12 - 3 A/D 変換時間の選択 (3/8)、表 12 - 3 A/D 変換時間の選択 (4/8)参照）

注意 2. ソフトウェア・トリガ・ウエイト・モード（セレクト・モード、ワンショット変

換モード）では、ADISS = 1 の設定（入力ソース = 温度センサ出力電圧、内部基

準電圧）は使用できません。
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11. 15.3.8 シリアル・ステータス・レジスタ mn（SSRmn） (p.686)

誤）

（略）

注意 1. BFFmn = 1 のときに SDRmn レジスタに書き込みをすると、格納されている送信／

受信データが破壊され、オーバラン・エラー（OVFmn = 1）と検出されます。 
注意 2. SNOOZE モード（SWCm = 1）で簡易 SPI（CSI）の受信動作を行う場合、OVFmn

フラグは動作しません。

備考   m：ユニット番号（m = 0, 1） n：チャネル番号（n = 0-3） 

正）

（略）

注意 1. BFFmn = 1 のときに SDRmn レジスタに書き込みをすると、格納されている送信／

受信データが破壊され、オーバラン・エラー（OVFmn = 1）と検出されます。 
注意 2. SNOOZE モード（SWCm = 1）で簡易 SPI（CSI）の受信動作を行う場合、OVFmn

フラグおよび BFFmn フラグは動作しません。

備考   m：ユニット番号（m = 0, 1） n：チャネル番号（n = 0-3） 

RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-RL*-A0133B/J 発行日：2025年5月22日



(c) 2025. Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Page 31 of 45 

12. 15.3.13 シリアル出力レジスタ m（SOm） (p.692)

誤）

（略）

注  30～64 ピン製品は、リセット時：0303H になります。 

注意 SO0 レジスタのビット 15-12, 7-4 には、必ず 0 を設定してください。 
30～64 ピン製品の SO1 レジスタのビット 15-10, 7-2, 80～128 ピン製品の SO1 レジスタのビッ

ト 15-12, 7-4 には、必ず 0 を設定してください。

備考  m：ユニット番号（m = 0, 1） n：チャネル番号（n = 0-3） 

正）

（略）

注  30～64 ピン製品かつ ROM が 128KB 以下の製品は、リセット時：0303H になります。 

注意 SO0 レジスタのビット 15-12, 7-4 には、必ず 0 を設定してください。 
30～64 ピン製品かつ ROM が 128KB 以下の製品の SO1 レジスタのビット 15-10, 7-2, 80～128
ピン製品の SO1 レジスタのビット 15-12, 7-4 には、必ず 0 を設定してください。 

備考  m：ユニット番号（m = 0, 1） n：チャネル番号（n = 0-3） 
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13. 17.3.4 ボーレート・ジェネレータ (p.962)

誤）

（略）

正）

（略）
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14. 19.4.3 リピート・モード (p.1044, p.1045)

誤）

(p.1044) 

（略）

(1) リピート・モードの使用例 1：ポートを使ったステッピング・モータ制御パルス出力

タイマ・アレイ・ユニット 0 のチャネル 0 のインターバル・タイマ機能を使って DTC を

起動し、コード・フラッシュ・メモリに格納されたモータ制御パルスのパタンを汎用ポ

ートに転送します。

• ベクタ・アドレスは FFC14H、コントロール・データは FFCD0H-FFCD7H に配置

• コード・フラッシュ・メモリの 02000H-02007H の 8 バイト・データをミラー領域

F2000H-F2007H からポート・レジスタ 1（FFF01H）へ転送

• リピート・モード割り込みは禁止

正）

（略）

(1) リピート・モードの使用例 1：ポートを使ったステッピング・モータ制御パルス出力

タイマ・アレイ・ユニット 0 のチャネル 0 のインターバル・タイマ機能を使って DTC を

起動し、コード・フラッシュ・メモリに格納されたモータ制御パルスのパタンを汎用ポ

ートに転送します。

• ベクタ・アドレスは FFC17H、コントロール・データは FFCD0H-FFCD7H に配置

• コード・フラッシュ・メモリの 02000H-02007H の 8 バイト・データをミラー領域

F2000H-F2007H からポート・レジスタ 1（FFF01H）へ転送

• リピート・モード割り込みは禁止
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(p.1044) 

図 19 - 19 リピート・モードの使用例 1：ポートを使ったステッピング・モータ制御パルス

出力

出力を停止する場合は、タイマを停止してから、DTCEN24 をクリアしてください。 

図 19 - 19 リピート・モードの使用例 1：ポートを使ったステッピング・モータ制御パルス

出力

出力を停止する場合は、タイマを停止してから、DTCEN20 をクリアしてください。 

DTCEN24 = 1 DTCEN20 = 1 

ベクタ・アドレス(FFC17H) = D0H 
DTCCR18 (FFCD0H) = 03H 
DTBLS18 (FFCD1H) = 01H 
DTCCT18 (FFCD2H) = 08H 
DTRLD18 (FFCD3H) = 08H 
DTSAR18 (FFCD4H) = 2000H 
DTDAR18 (FFCD6H) = FF01H 

ベクタ・アドレス(FFC14H) = D0H 
DTCCR18 (FFCD0H) = 03H 
DTBLS18 (FFCD1H) = 01H 
DTCCT18 (FFCD2H) = 08H 
DTRLD18 (FFCD3H) = 08H 
DTSAR18 (FFCD4H) = 2000H 
DTDAR18 (FFCD6H) = FF01H 

発行日：2025年5月22日



(c) 2025. Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Page 35 of 45 

RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-RL*-A0133B/J 

(p.1045) 

(2) リピート・モードの使用例 2：8 ビット D/A コンバータを使ったサイン波出力

タイマ・アレイ・ユニット 1 のチャネル 0 のインターバル・タイマ機能を使って割り込

みで DTC を起動し、データ・フラッシュ・メモリに格納されたサイン波のテーブルを 8
ビットの D/A 変換値設定レジスタ 0（F0330H）に転送します。

（略）

図 19 - 20 リピート・モードの使用例 2：8 ビット D/A コンバータを使ったサイン波出力 

（略）

(2) リピート・モードの使用例 2：8 ビット D/A コンバータを使ったサイン波出力

タイマ・アレイ・ユニット 0 のチャネル 0 のインターバル・タイマ機能を使って割り込

みで DTC を起動し、データ・フラッシュ・メモリに格納されたサイン波のテーブルを 8
ビットの D/A 変換値設定レジスタ 0（F0330H）に転送します。

（略）

図 19 - 20 リピート・モードの使用例 2：8 ビット D/A コンバータを使ったサイン波出力 

（略）

ベクタ・アドレス(FFC17H) = D8H 
DTCCR19 (FFCD8H) = 03H 
DTBLS19 (FFCD9H) = 01H 
DTCCT19 (FFCDAH) = FFH 
DTRLD19 (FFCDBH) = FFH 
DTSAR19 (FFCDCH) = 1200H 
DTDAR19 (FFCDEH) = FF1CH 

ベクタ・アドレス(FFC17H) = D8H 
DTCCR19 (FFCD8H) = 03H 
DTBLS19 (FFCD9H) = 01H 
DTCCT19 (FFCDAH) = FFH 
DTRLD19 (FFCDBH) = FFH 
DTSAR19 (FFCDCH) = 1200H 
DTDAR19 (FFCDEH) = 0330H 

タイマ・チャネル 00 の 
カウント完了 
割り込み? 

タイマ・チャネル 10 の 
カウント完了 
割り込み? 
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15. 37.2.3 オンチップ・オシレータ特性 (p.1422)

誤）

注 1. テスト時の精度です。 

注 2. FRQSEL3 = 1 に設定時 

注 3. 発振回路の特性だけを示すものです。命令実行時間は、AC 特性を参照してください。 

注 4. 評価による値です。 

正）

注 1. テスト時の精度です。 

注 2. FRQSEL3 = 1 に設定時 

注 3. 発振回路の特性だけを示すものです。命令実行時間は、AC 特性を参照してください。 

注 4. この値は特性評価結果による値であり、出荷検査は行っていません。 
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16. 37.3.1 端子特性 (p.1426)

誤）

（略）

（略）

正）

（略）

（略）

P01, P03, P04, P10, P11, 
P13-P17, P41, P43, P44, 
P53-P55, P71, P80, P81, 
P142, P143 

P01, P03, P04, P10, P11, 
P13-P17, P41, P43, P44, 
P53-P55, P71, P80, P81, 
P142, P143 
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17. 37.3.2 電源電流特性  (p.1431, p.1434, p.1437, p.1440, p.1444,

p.1447)

誤）

(p.1431) 

注 1. VDD, EVDD0 に流れるトータル電流です。入力端子を VDD, EVDD0または VSS, EVSS0に固定した状態での入力リー

ク電流を含みます。HS（高速メイン）モード、LS（低速メイン）モード、LP（低電力メイン）モード時、電源電

流の Typ.値は周辺動作電流を含みません。Max.値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、LVD 回

路、I/O ポート、内蔵プルアップ／プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。 

注 2. 高速システム・クロック、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 3. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロック、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・ク

ロックは停止時。

（略）

正）

注 1. VDD, EVDD0 に流れるトータル電流です。入力端子を VDD, EVDD0または VSS, EVSS0に固定した状態での入力リー

ク電流を含みます。HS（高速メイン）モード、LS（低速メイン）モード、LP（低電力メイン）モード時、電源電

流の Typ.値は周辺動作電流を含みません。Max.値には PCLBUZ, TAU, SAU, IICA 機能の動作電流を含みます。

注 2. 高速システム・クロック、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 3. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロック、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・ク

ロックは停止時。

（略）
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(p.1431) 

注 1. VDD, EVDD0 に流れるトータル電流です。入力端子を VDD, EVDD0または VSS, EVSS0に固定した状態での入力リー

ク電流を含みます。HS（高速メイン）モード、LS（低速メイン）モード、LP（低電力メイン）モード時、電源電

流の Typ.値は周辺動作電流を含みません。Max.値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、LVD 回

路、I/O ポート、内蔵プルアップ／プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。 

注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。 

注 3. 高速システム・クロック、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロック、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・ク

ロックは停止時。

（略）

注 1. VDD, EVDD0 に流れるトータル電流です。入力端子を VDD, EVDD0または VSS, EVSS0に固定した状態での入力リー

ク電流を含みます。HS（高速メイン）モード、LS（低速メイン）モード、LP（低電力メイン）モード時、電源電

流の Typ.値は周辺動作電流を含みません。Max.値には PCLBUZ, TAU, SAU, IICA 機能の動作電流を含みます。

注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。 

注 3. 高速システム・クロック、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロック、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・ク

ロックは停止時。

（略）
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(p.1437) 

注 1. VDD, EVDD0に流れるトータル電流です。入力端子を VDD, EVDD0 または VSS, EVSS0に固定した状態での入力リーク

電流を含みます。HS（高速メイン）モード、LS（低速メイン）モード、LP（低電力メイン）モード時、電源電流

の Typ.値は周辺動作電流を含みません。Max.値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、LVD 回路、

I/O ポート、内蔵プルアップ／プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。 

注 2. 高速システム・クロック、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 3. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロック、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・ク

ロックは停止時。

（略）

注 1. VDD, EVDD0に流れるトータル電流です。入力端子を VDD, EVDD0 または VSS, EVSS0に固定した状態での入力リーク

電流を含みます。HS（高速メイン）モード、LS（低速メイン）モード、LP（低電力メイン）モード時、電源電流

の Typ.値は周辺動作電流を含みません。Max.値には PCLBUZ, TAU, SAU, IICA 機能の動作電流を含みます。 

注 2. 高速システム・クロック、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 3. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロック、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・ク

ロックは停止時。

（略）
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(p.1440) 

注 1. VDD, EVDD0 に流れるトータル電流です。入力端子を VDD, EVDD0または VSS, EVSS0に固定した状態での入力リー

ク電流を含みます。HS（高速メイン）モード、LS（低速メイン）モード、LP（低電力メイン）モード時、電源電

流の Typ.値は周辺動作電流を含みません。Max.値は周辺動作電流を含みます。ただし、A/D コンバータ、LVD 回

路、I/O ポート、内蔵プルアップ／プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に流れる電流は含みません。 

注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。 

注 3. 高速システム・クロック、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロック、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・ク

ロックは停止時。

（略）

注 1. VDD, EVDD0 に流れるトータル電流です。入力端子を VDD, EVDD0または VSS, EVSS0に固定した状態での入力リー

ク電流を含みます。HS（高速メイン）モード、LS（低速メイン）モード、LP（低電力メイン）モード時、電源電

流の Typ.値は周辺動作電流を含みません。Max.値には PCLBUZ, TAU, SAU, IICA 機能の動作電流を含みます。

注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。 

注 3. 高速システム・クロック、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロック、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・ク

ロックは停止時。

（略）
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(p.1444) 

注 1. VDD, EVDD0, EVDD1 に流れるトータル電流です。入力端子を VDD, EVDD0, EVDD1または VSS, EVSS0, EVSS1に固定し

た状態での入力リーク電流を含みます。HS（高速メイン）モード、LS（低速メイン）モード、LP（低電力メイ

ン）モード時、電源電流の Typ.値は周辺動作電流を含みません。Max.値は周辺動作電流を含みます。ただし、

A/D コンバータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵プルアップ／プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に

流れる電流は含みません。 

注 2. 高速システム・クロック、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 3. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロック、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・ク

ロックは停止時。

（略）

注 1. VDD, EVDD0, EVDD1 に流れるトータル電流です。入力端子を VDD, EVDD0, EVDD1または VSS, EVSS0, EVSS1に固定し

た状態での入力リーク電流を含みます。HS（高速メイン）モード、LS（低速メイン）モード、LP（低電力メイ

ン）モード時、電源電流の Typ.値は周辺動作電流を含みません。Max.値には PCLBUZ, TAU, SAU, IICA 機能の動

作電流を含みます。

注 2. 高速システム・クロック、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 3. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロック、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・ク

ロックは停止時。

（略）

発行日：2025年5月22日



(c) 2025. Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Page 43 of 45 

RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-RL*-A0133B/J 
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注 1. VDD, EVDD0, EVDD1 に流れるトータル電流です。入力端子を VDD, EVDD0, EVDD1または VSS, EVSS0, EVSS1に固定し

た状態での入力リーク電流を含みます。HS（高速メイン）モード、LS（低速メイン）モード、LP（低電力メイ

ン）モード時、電源電流の Typ.値は周辺動作電流を含みません。Max.値は周辺動作電流を含みます。ただし、

A/D コンバータ、LVD 回路、I/O ポート、内蔵プルアップ／プルダウン抵抗、データ・フラッシュ書き換え時に

流れる電流は含みません。 

注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。 

注 3. 高速システム・クロック、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロック、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・ク

ロックは停止時。

（略）

注 1. VDD, EVDD0, EVDD1 に流れるトータル電流です。入力端子を VDD, EVDD0, EVDD1または VSS, EVSS0, EVSS1に固定し

た状態での入力リーク電流を含みます。HS（高速メイン）モード、LS（低速メイン）モード、LP（低電力メイ

ン）モード時、電源電流の Typ.値は周辺動作電流を含みません。Max.値には PCLBUZ, TAU, SAU, IICA 機能の動

作電流を含みます。

注 2. フラッシュ・メモリでの HALT 命令実行時。 

注 3. 高速システム・クロック、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 4. 高速オンチップ・オシレータ、高速システム・クロック、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・クロッ

クは停止時。

注 5. 高速オンチップ・オシレータ、中速オンチップ・オシレータ、低速オンチップ・オシレータ、サブシステム・ク

ロックは停止時。

（略）
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18. 37.6.1 A/D コンバータ特性 (p.1493, p.1494)

誤）

(p.1493) 

注 1. 量子化誤差（±1/2 LSB）を含みません。 

注 2. 変換対象に ANI16-31 を選択した場合、Max.値は次のようになります。 

総合誤差 ：Max.値に±3 LSB を加算してください 

ゼロスケール誤差／フルスケール誤差：Max.値に±0.04 %FSR を加算してください 

（略）

注 1. 量子化誤差（±1/2 LSB）を含みません。 

注 2. 変換対象に ANI16-26, CTSU TSCAP 電圧を選択した場合、Max.値は次のようになります。 

総合誤差             ：Max.値に±3 LSB を加算してください 

ゼロスケール誤差／フルスケール誤差：Max.値に±0.04 %FSR を加算してください 

（略）
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(p.1494) 

(2) 低電圧モード 1, 2

注 1. 内部基準電圧、温度センサ出力電圧を変換対象にする場合は、1.8 V ≦ VDD で使用してください。 

注 2. 量子化誤差（±1/2 LSB）を含みません。 

注 3. 変換対象に ANI16-31 を選択した場合、Max.値は次のようになります。 

総合誤差             ：Max.値に±3 LSB を加算してください 

ゼロスケール誤差／フルスケール誤差：Max.値に±0.04 %FSR を加算してください 

（略）

(2) 低電圧モード 1, 2

注 1. 内部基準電圧、温度センサ出力電圧、CTSU TSCAP 電圧を変換対象にする場合は、1.8 V ≦ VDD で使用してく

ださい。

注 2. 量子化誤差（±1/2 LSB）を含みません。 

注 3. 変換対象に ANI16-26, CTSU TSCAP 電圧を選択した場合、Max.値は次のようになります。 

総合誤差             ：Max.値に±3 LSB を加算してください 

ゼロスケール誤差／フルスケール誤差：Max.値に±0.04 %FSR を加算してください 

（略）

以上
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